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 半導体表面における高密度の欠陥準位は、極微構造デバイスの特性を劣化させる要因の一つで

ある。以前、化合物半導体の表面安定化を目的とした硫化アンモニウム(NH4)2SX/(NH4)2S 溶液によ

る表面処理法 1)を紹介したが、今回その硫黄処理 GaAs 表面のキャリアダイナミックスを、局所高

速現象の観察に適したパルス対励起型 STM2-4)によるキャリア緩和時間の測定結果から評価したの

で報告する。実験には n 型 GaAs(001)基板を用い、表面処理の有無と共に、基板のキャリア濃度

や成長法による差を比較した。パルス対励起型 STM では、超短パルスレーザの周期パルスから、

ハーフミラー（超高速測定時）またはパルスピッカー（高速測定時）を用いて遅延時間を持たせ

たパルス対を生成し、それをポンプ光とプローブ光の対として探針先の試料表面に照射した。光

励起キャリアの緩和時間は、トンネル電流の遅延時間依存性から導出したが、そのためにパルス

対内の遅延時間に変調を掛け、ロックイン法により同期信号成分としてのトンネル電流を測定し

た。Table 1 に、n 型 GaAs(001)表面の硫黄処理による励起キャリアの緩和時間変化を示す。表面

処理の有無に関わらず２成分が存在するが、緩和時間が早い成分τ1は硫黄処理により１桁程度長

くなっており、表面欠陥の減少などによりキャリアの表面再結合速度が低下したためと考えられ

る。一方、緩和時間が遅い成分τ2には、硫黄処理による顕著な変化が無く、光照射により飽和し

た表面起電力が、キャリアの消滅と共に緩和していく過程と推察される。講演では、この現象を

光照射前後のバンド構造変化から解釈する。 
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